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Figure 5

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a device (10) comprising a piezoelectric membrane (14) overhanging
at least one cavity (11), the method comprising: a) providing a support substrate (1) equipped with a cavity (11) opening at the front
face (12) of the support substrate, said cavity (11) having a lateral dimension greater than 30 pm; b) providing a donor substrate (2)
equipped with a weakened plane (20) located below the surface, delimiting a surface layer (22); c) depositing a stiffening layer (13)
on the front face (21) of the donor substrate (2), said stiffening layer (13) being made of a piezoelectric material having a thickness (e)
greater than 500 nanometers; d) assembling the support substrate (1) and the donor substrate (2); ) fracturing the donor substrate (2)
at the weakened plane (20), so as to transfer the membrane (14) comprising the surface layer (22) and the stiffening layer (13) onto
the support substrate (1).

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un dispositif (10) comportant une membrane (14) a caractére pi€¢zo-
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— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

électrique surplombant au moins une cavité (11), le procédé comportant : a) La fourniture d'un substrat support (1) muni d'une cavité
(11) débouchant au niveau de sa face avant (12), la cavité (11) ayant une dimension latérale supérieure a 30 pm, b) La fourniture
d'un substrat donneur (2) muni d'un plan de fragilisation (20) enterré délimitant une couche superficielle (22), ¢) Le dépot sur la face
avant (21) du substrat donneur (2) d'une couche raidisseur (13) en matériau piézoélectrique ayant une épaisseur () supéricure a 500
nanometres, d) L'assemblage des substrats support (1) et donneur (2), ) La fracture, du substrat donneur (2) au niveau du plan de
fragilisation (20) enterré, de sorte a transférer la membrane (14) comportant la couche superficielle (22) et la couche raidisseur (13)
sur le substrat support (1).




